
 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ДИФФУЗИОННЫЕ БАРЬЕРЫ В  
КОНТАКТАХ К ШИРОКОЗОННЫМ ПОЛУПРОВОДНИКАМ 

 
Кудрик Я.Я. 

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины,  
03028, просп. Науки 41, Киев, Украина, e-mail: kudryk@isp.kiev.ua 

В работе исследована связь между анти-
диффузионными свойствами пленок TiB2 и их 
нанокристаллической структурой. Сделано 
обоснованное предположение, что основной 
причиной деградации контактов с диффузион-
ными слоями на основе диборида титана явля-
ется не химическое взаимодействие, а диффу-
зия сквозь пленку диборида титана по сквоз-
ным дислокациям, образованным под действи-
ем механических напряжений, возникающих в 
процессе формирования омического контакта. 
В таком случае увеличение механической 
прочности пленки диборида титана при умень-
шении размера зерна будет сильнее влиять на 
ее диффузионную стойкость, чем увеличение 
диффузионной проницаемости, вследствие уве-
личения удельного объема границ зерен. 
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Рис. 1 Зависимость микротвердости TiB2 от 
размера зерна  

 
Рис. 2 Морфология поверхности, иссле-
дованная методом АСМ после БТО при 
Т=1000°С 

Проведенные исследования показали, что 
для получения максимальной механической 
прочности и термостойкости размеры нанокри-
сталлитов  в  пленках,  создающих  диффузи-

онные  барьеры, должны находится в пределах 
3—15 нм.  
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Рис. 3 Распределение атомного состава по 
глубине контактной металлизации после 
БТО при Т=1000°С. в контакте TiBx–n-6H 
SiC 

Пленки диборида титана с оптимальными 
параметрами нанокристаллитов можно полу-
чить методом магнетронного напыления с то-
ком разряда 0,4 А при количестве кислорода в 
мишени до 8 ат. %.  Применение нанокристал-
лических пленок на основе диборида титана в 
качестве антидиффузионных слоев в контактах 
к широкозонным полупроводникам позволяет 
повысить термостойкость приборов на их осно-
ве 
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